


® Funktionsweise von RFID- Systemen

® Layout der Antenne

® Verfahrensschritte zur Herstellung der Antenne
® Prozessdetails und -parameter

®* Ergebnisse und Diskussion

® Ausblick
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Laser

Thermopiles ~. Thermopiles

Kupferleitbahn

Quelle: HSG-IMIT

RFID- Transponderchip und lithographisch
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strukturierte planare Spule (Antenne)




Lackschicht SUS8

Au- Startschicht
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Layout der Spule
galvanisch abgeschiedenes Nickel
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Lithographie

Atzen und Strippen

SU8-Lithographie
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Prozessparameter:

Elektrolyt (g/l):  70- 95 g/l Ni (NH, SO,),
10 g/l NiCl,.6H,0
30- 40 g/l H;BO, ( pH Buffer)
10 g/l Anionische Netzmittel ( Tenside)

® pH —-Werte 3,6 bis 4,0

® Badtemperatur 48 - 52C
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® Aufwachsrate 6 um/h bei Stromdichte j = 0,5 A/dm?
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®* Inhomogene Metallverteilung in schmalen, tiefen
Graben und an Kanten

®  Deformation durch innere Spannungen
® Ungenugende Haftung der SU8 Resistrukturen
¢ Blasenbildung durch Wasserstoffabscheidung

®*  Anderung der Zusammensetzung des Elektrotrolyten mit der Zeit
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AulRenkanten

U%
R

—

Innenkanten

200 nm Au
Startschicht

a b
Kathodenabstand

a: Kathode
b: Anode



Nickelstrukturen auf Siliziumsubstrat Si <100>
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Vor der Galvanik Nach der Galvanikabscheidung
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Galvanische Abformungen

Nickelstrukturen auf Pyrex als Substrat und SUS8 als Fotolack
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Linienbreite: Linienbreite:
Ni 107 pm / SU8 85 pm Ni 26 pm / SU8 62 um AV 3.3
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Interferometrische Oberflachenmessung
der galvanischen Abscheidung

Schichtdickendifferenz

z=15pumbei x=1.2mm

x-profile




REM - Aufnahmen der strukturierten
SU8 Schicht
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Ergebnisse und Diskussion
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Komplett prozessierte Mikrospule Bestuicktes Muster bestehend aus
Gesamtlange: ca 6 mm Chip

Dicke: ca 0.6 mm SMD- Kondensator
Induktivitat: 0.39 pH Antenne - Minitransponder
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usammenfassung
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Ausblick

® Finite Element Simulation (FEM) der RLC Eigenschaften und
Parametrisierung der Materialeigenschaften

® Einflhrung statistischer Prozesskontrolle fur der Galvanikprozess- Optimierung
von definierten Prozessparameter
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Einfihrung von Pulsplating




Mikrogalvanik in tiefen
SUS8 Strukturen

Pavlina Choleva

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!

@forschungszentrum
mikrotechnik




